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内容概要

器件的模型一直是模拟／射频集成电路工程师关心的问题。
是否能建立一个尽可能反映器件行为的模型关系到整个集成电路设计的成败。
本书内容丰富，从主流模型的讨论到小尺寸器件模型和量子效应的介绍，从模型参数的提取方法到模
型在硬件描述语言中的应用等方面都作了详细的论述。
本书对设计工程师和器件工程师都有很好的参考价值。
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